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摘要(译)

一个TFT的两个电荷转移通道包括两个区域，其中p-Si岛层以直角相交并
且从各个漏区ND，PD到源区NS，PS通过LD区LD和沟道区CH运行，彼
此不平行排列。即使由于在用于形成p-Si TFT LCD的p-Si的激光退火中
的照射区域中的不均匀强度引起的有缺陷的结晶区域R穿过TFT区域，并
且任何一个转移通道都是有缺陷的，剩下的一个正常运行，并且组件特
性按需保持。
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